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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a back-con-
tact solar cell (10) and to a back-contact solar cell (10) comprising a semi-
conductor substrate (12), in particular a silicon wafer, comprising a front side
(16) and a back side (14), the solar cell (10) comprising electrodes (36) of a
first polarity and electrodes (38) of a second polarity on the back side, char-
acterised in that that the electrodes (36) of the first polarity are located on
a highly doped silicon layer (20) of the first polarity, the highly doped sili-
con layer (20) being located on a first passivation layer (18) located on the
semiconductor substrate, and the electrodes (38) of the second polarity di-
rectly electrically and mechanically contacting the semiconductor substrate
(12) via highly doped base regions (30) of the second polarity of the semi-
conductor substrate (12).

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen einer riickseitenkontak-
tierten Solarzelle (10) und eine riickseitenkontaktierte Solarzelle (10), um-
fassend ein Halbleitersubstrat (12), insbesondere einen Siliziumwafer, um-
fassend eine Vorderseite (16) und eine Riickseite (14), wobei die Solarzelle
(10) auf der Riickseite Elektroden (36) einer ersten Polaritat und Elektroden
(38) einen zweiten Polaritdt umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Elek-
troden (36) der ersten Polaritit auf einer hochdotierte Siliziumschicht (20)
der ersten Polaritdt angeordnet sind, wobei die hochdotierte Siliziumschicht
(20) auf einer auf dem Halbleitsubstrat angeordneten ersten Passivierschicht
(18) angeordnet ist, und die Elektroden (38) der zweiten Polaritit das Halb-
leitersubstrat (12) iiber hochdotierte Basisbereiche (30) der zweiten Polaritéit
des Halbleitersubstrats (12) direkt elektrisch und mechanisch kontaktieren.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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